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Приложение 

к протоколу заседания 

Конкурсной комиссии Роснауки № 6
от  20 марта 2007 г. № 12
Лот 5. 2007-3-1.3-25-02. Разработка технологических основ получения функциональных полупроводниковых, диэлектрических и проводящих  материалов для перспективных приборных разработок
	№п/п
	Регистрационный номер заявки
	Наименование
участника конкурса
	Условия исполнения государственного контракта



	1. 
	
	
	Заявленная тема
	Срок выполнения работ
	Бюджетное финансирование (млн. руб.) 2007 г.
	Объем средств из внебюджетных источников (млн. руб.) 2007 г.
	Бюджетное финансирование (млн. рублей) 2008 г.
	Объем средств из внебюджетных источников (млн. рублей) 2008 г.

	1. 
	2007-3-1.3-25-02-056 
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
	Разработка технологических основ получения высококачественных монокристаллов полупроводниковых соединений AIIIBV и AIIBVI для перспективных приборных разработок 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,75 
	10 
	2,75 

	2. 
	2007-3-1.3-25-02-057 
	Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова Российской академии наук 

Соисполнители: ГОУ ВПО Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет)., ООО «Галлий-Н», г. Санкт-Петербург, МЛЦ МГУ, г. Москва,  ООО «ЮниСаф», г. Москва
	Создание и исследование регулярных наноразмерных структур на сверхгладких поверхностях оксидных кристаллов для формирования на них полупроводниковых функциональных элементов и упорядоченных ансамблей наночастиц 
	2007-2008 гг.
	10 
	3 
	10 
	3 

	3. 
	2007-3-1.3-25-02-054 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электронной техники (технический университет)" 
	Исследование физических основ и разработка технологии изготовления гетероструктур на основе соединений А3В5 и нитридной группы для функционально-интегрированных наноэлектронных приборов и схем. 
	2007-2008 гг.
	10 
	3 
	10 
	3 

	4. 
	2007-3-1.3-25-02-046 
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт физических проблем им Ф.В.Лукина" 

Соисполнители: ГОУ ВПО «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)», ФГУП «Гиредмет», Московский физико-технический институт (государственный университет)
	"Разработка технологии создания нанокристаллических материалов методами низкотемпературного осаждения полупроводниковых оксидов и молекулярного наслаивания гетероструктур для производстава солнечных элементов нового поколения" 
	2007-2008 гг.
	10 
	3 
	10 
	3 

	5. 
	2007-3-1.3-25-02-081 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский инженерно-физический институт" (государственный университет) 

Соисполнители: ГОУ ВПО  «Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ); ГОУ ВПО «Нижегородский государственный  университет им. Н.И.Лобачевского»; Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ); Институт металлорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН
	«Разработка технологических основ получения новых функциональных структур металл-диэлектрик-полупроводник для использования в логических устройствах наноэлектроники» 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	6. 
	2007-3-1.3-25-02-055 
	Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "ГЕОФИЗИКА-НВ" 
Соисполнитель: Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
	Разработка технологических основ получения наноструктурных пленок на основе sp1-углерода (тетракарбона) для использования в качестве ионно-барьерных и прострельных умножительных слоев в новых поколениях электронно-оптических преобразователях 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,75 
	10 
	2,75 

	7. 
	2007-3-1.3-25-02-014 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева»
Соисполнитель: Институт общей физики имени А.Н. Прохорова Российской Академии наук (ИОФ РАН) 
	Технологии наноструктурного упорядочения в моно- и поликристаллических диэлектриках и полупроводниках 
	2007-2008 гг.
	9 
	2,4 
	9 
	2,4 

	8. 
	2007-3-1.3-25-02-080 
	Институт элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова Российской академии наук 
Соисполнители: Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН,  Физический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 
	Разработка технологических основ создания композитных наноструктур «жидкий кристалл-полимер-полупроводник» как электрооптических материалов для дисплеев нового поколения 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	9. 
	2007-3-1.3-25-02-060 
	Научно-исследовательский Институт Ядерной Физики имени Д.В.Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова 
	Исследование процессов гетероэпитаксиального роста монокристаллических алмазных пленок и разработка технологических основ получения полупроводниковых, диэлектрических и проводящих структур на их основе для применения в перспективных сильноточных и радиационностойких электронных приборах нового поколения 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,8 

	10. 
	2007-3-1.3-25-02-064 
	Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук 
Соисполнители: ГОУ ВПО Московский государственный институт электронной техники (технический университет),   Общество с ограниченной ответственностью «Научно-образовательный центр ФИАН и МИЭТ(ТУ) «Квантовые приборы и нанотехнологии»
	Исследование и разработка полупроводниковых гетероструктур для создания монолитно интегрированных схем пикосекундного быстродействия на основе резонансно-туннельных диодов и транзисторов с высокой подвижностью электронов 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,66 
	10 
	2,66 

	11. 
	2007-3-1.3-25-02-041 
	Институт прикладной физики РАН
Соисполнитель: Федеральное государственное учреждение «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов»  
	Разработка технологии плазмохимического газофазного выращивания монокристаллических алмазных пленок и пластин большой площади 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	12. 
	2007-3-1.3-25-02-061 
	Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук 
Соисполнители: Новосибирский государственный университет,   ООО «Интерлаб», Центр  «Биоинженерия» РАН,  Институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича РАМН, Институт молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН
	Разработка технологии создания полупроводниковых и диэлектрических мембран с единичным наноканалом заданного диаметра от 1 до 5 нм, встроенных в электрохимическую ячейку и предназначенных для регистрации и сортировки единичных молекул ДНК и белков. 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,75 
	10 
	2,75 

	13. 
	2007-3-1.3-25-02-082 
	Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук 
Соисполнители: Институт физики полупроводников  СО РАН,   ГОУ ВПО  «Новосибирский государственный  университет»
	Метод комбинированной лазерно-плазменной и молекулярно-пучковой модификации полупроводниковых гетеросистем для создания нанокомпозиций с многозонной структурой. 
	2007-2008 гг.
	9,5 
	2,6 
	9,5 
	2,6 

	14. 
	2007-3-1.3-25-02-058 
	Институт химии высокочистых веществ Российской академии наук 
Соисполнители: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  ФГУП «ГИРЕДМЕТ»,  Научный центр волоконной оптики РАН,  Институт ядерных исследований РАН
	Разработка и экспериментальная проверка физико-химических основ технологии высокочистого моноизотопного германия как материала для полупроводниковых детекторов нового поколения 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	15. 
	2007-3-1.3-25-02-053 
	Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук 
Соисполнитель:  Институт Кристаллографии РАН им. А.М. Шубникова.
	Разработка технологии молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) для создания полупроводниковых гетероструктур с повышенной подвижностью и концентрацией двумерного электронного газа на подложках фосфида индия InP и арсенида галлия GaAs для перспективных приборов СВЧ электроники 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	16. 
	2007-3-1.3-25-02-037 
	     Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М.Горького»
Соисполнитель: ГОУ  ВПО Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет).  
	Разработка методов изготовления прецизионных доменных структур с заданными параметрами в монокристаллах ниобата лития для устройств функциональной электроники 
	2007-2008 гг.
	9,9 
	2,7 
	9,9 
	2,7 

	17. 
	2007-3-1.3-25-02-011 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики" 
Соисполнитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «На​уч​но-исследовательский и технологический институт оптического матери​а​ло​ведения Всероссийского научного центра «Государственный оптический инс​ти​тут им. С.И. Вавилова» 
	Разработка технологических процессов получения и методов обработки наноразмерных активных структур инфракрасной техники на основе соединений фторидов, селенида цинка и керамических материалов 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	18. 
	2007-3-1.3-25-02-040 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова
Соисполнитель: ГОУ ВПО Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический Университет) 
	Разработка технологии получения эпитаксиальных структур кремния на непланарных подложках для силовых выпрямительных диодов нового поколения. 
	2007-2008 гг.
	5 
	1 
	5 
	1 

	19. 
	2007-3-1.3-25-02-043 
	Государственное учреждение "Институт физики Дагестанского научного центра Российской Академии наук" 
      Соисполнитель:  ГОУ  ВПО  «Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет)».
	Разработка альтернативного материала и технологии формирования поликристаллических слоев на основе оксида цинка для замены прозрачных электродов ITO (In2O3-SnO2) в системах отображения информации 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	20. 
	2007-3-1.3-25-02-083 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)
Соисполнитель:  Южный научный центр  РАН 
	Новые явления в наноразмерных гетероэпитаксиальных сегнетоэлектрических и мультиферроидных структурах и их применение в микро- и оптоэлектронике 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,8 
	10 
	2,8 

	21. 
	2007-3-1.3-25-02-088 
	Федеральное Государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова. 
Соисполнитель: Институт физики полупроводников СО РАН 
	Разработка технологических основ получения функциональных стеклообразных материалов, в которых могут быть сформированы структуры с длительно хранящейся статической поляризацией, определяющей ярко выраженные нелинейные эффекты 
	2007-2008 гг.
	5 
	1,8 
	4 
	1,4 

	22. 
	2007-3-1.3-25-02-085 
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" 
Соисполнители:  ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)»,   ООО «Научно-производственное предприятие Фотрон-Авто»
	Разработка технологических основ получения пленок нанокерамики и структур на их базе для перспективных приборов оптоэлектроники и квантовой электроники 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,75 
	10 
	2,75 

	23. 
	2007-3-1.3-25-02-017 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет 
Соисполнитель: Институт физики полупроводников СО РАН
	Разработка технологических основ получения фотоактивных материалов и наноструктур с заданными функциональными свойствами для квантово-чувствительных сенсоров, преобразователей, элементов и устройств функциональной электроники 
	2007-2008 гг.
	9 
	3 
	9 
	3 

	24. 
	2007-3-1.3-25-02-049 
	Открытое акционерное общество "Элпа"
Соисполнители: Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН,
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума»  
	Разработка физических, технологических и конструкционных основ получения функциональных сегнето и пьезоэлектрических материалов для перспективных приборных разработок. 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,8 
	9 
	2,4 

	25. 
	2007-3-1.3-25-02-048 
	Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина"
Соисполнители:  ЗАО «НИИ материаловедения»,

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», Брянск,  ГОУ  ВПО «Московский энергетический институт (технический университет)»  
	Разработка основ технологии создания диэлектрических и проводящих наноструктурированных пленок для пассивирующих и контактных покрытий в структурах силовых полупроводниковых приборов методами, использующими электромагнитное излучение критической мощности 
	2007-2008 гг.
	10 
	3 
	10 
	3 

	26. 
	2007-3-1.3-25-02-050 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" 
	Физико-химические условия выращивания монокристаллического нитрида галлия из раствора в расплаве на основе цианамида лития 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	27. 
	2007-3-1.3-25-02-015 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет" 
	Полупроводниковые монокристаллические и нанокластерные материалы на основе карбида кремния для экстремальной электроники 
	2007-2008 гг.
	10 
	3 
	10 
	3 

	28. 
	2007-3-1.3-25-02-059 
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова" 
	Разработка технологических основ получения ядерно-легированных полупроводниковых нитридов третьей группы 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,66 
	10 
	2,66 

	29. 
	2007-3-1.3-25-02-044 
	Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем 
	Исследование гетерофазных рабочих сред на основе наночастиц и фракталоподобных структур для высокоэффективных источников оптического излучения нового поколения 
	2007-2008 гг.
	2,35 
	0,65 
	4,75 
	1,25 

	30. 
	2007-3-1.3-25-02-089 
	Общество с ограниченной ответственностью "Бризком" 
	Разработка технологических основ получения металооксидных полупроводниковых нанонитей для создания быстродействующих химических сенсоров 
	2007-2008 гг.
	10 
	2,7 
	10 
	2,7 

	31. 
	2007-3-1.3-25-02-086 
	Научно-техническая ассоциация электротехнической промышленности и приборостроения "Прогрессэлектро" 
	Разработка технологических основ получения сверхтонких полупро-водниковых, диэлектрических и проводящих пластин и подложек для мощных полупроводниковых приборов с использованием эффектов электро-пластической деформации и направленной генерации дислокаций. 
	2007-2008 гг.
	10 
	3 
	10 
	3 


